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１．概要（Summary） 

世の中の製造産業には、様々なマニピュレーション方

法が存在する。その中で静電チャックは、デバイスに電圧

を印加することだけで対象を把持することが可能であると

いう簡単な制御で注目されている。一方、静電力は対象と

の距離に依存する傾向を持つため、曲面対象を把持する

ためには、対象の表面を吸収する新しい形状の静電チャ

ックを提案する必要があった。それで、梁集合体を有する

双極型静電チャックが提案されたが[1]、デバイスを積層

することができなく、大面積に対応可能な造形法が未確

立であった。それで本研究では、積層が容易な形状を実

現するために、導体-誘電体-導体の三層一体構造材料で

ある SOI ウェハーを使用し、梁集合体パターンの通り三

層を全部エッチングすることにより、積層に容易な形状の

梁集合体デバイスを提案することを目指した。製作方法

はリソグラフィ技術によるドライエッチングとウェットエッチン

グを用いた。チングマスクと製作した上で、シリコン層を次

の酸化シリコン層が表面に現れるまでエッチングした。表

面に現れた酸化シリコン膜を梁集合体パターンの通りに

削るため、ドライエッチングを用いたが、エッチレートが非

常に遅く、高いプラズマ雰囲気からエッチングマスクが除

去されてしまう現状が起こり、パターンの通りに酸化シリコ

ン膜をエッチングすることが困難であった。それで、シリコ

ン酸化膜をドライエッチングするのに発生した二つの問題

点を解決するためには、酸化シリコン膜のエッチングをウ

ェットエッチングプロセスに変える必要があった。ウェットエ

ッチングで酸化シリコン層を削ると以下のメリットが期待さ

れる。まず、温度変化によるウェハー破損の恐れが無い

のでウェハーを原型のまま維持しながら作業を進むことが

できる．さらに，エッチレートがドライエッチングより極めて

早いことなどが期待される．酸化シリコン膜に対するウェ

ットエッチング溶液としてフッ酸 (HF)を用いる．フッ酸によ

るウェットエッチングを行った後には、残りのシリコン層をま

た、ドライエッチングすることにより、梁集合体を有する双

極型静電チャックを積層が容易な形状で製作し、大面積

の対象にも対応可能なデバイスを提案する。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

触針式段差計 

【実験方法】 

PR とシリコン層によるエッチングマスクが容易済みであ

る状況から、実験片ピースをバッファードフッ酸の中に入

れ、十分浸す。アンダカット現象を防ぐため、水できちんと

リンスした上で、実験片ピースを取り出す。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig.1 にフッ酸によりウェットエッチングされた酸化シリコ

ン膜の SEM画像を示す。 

 

酸化シリコン膜がアンダカットなどの現象を起こさず、静

電チャックの吸着性能の低下に影響を及ぼさないほどち

ゃんとエッチングされていることが確認できた。 
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